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近年、低 k-Si を PVD プロセスで微結晶シリコン

（μc-Si）を成膜する技術が研究されている。 

１．概要（Summary） 

PVD プロセス（RF マグネトロンスパッタリング法）の場

合、技術開発の方向性は次の 2 つである。1 つは、純 Ar
ガスを用いて比較的高温（400℃～）のSi基板に、Siをエ

ピタキシャル成長させるもので、もう 1 つは、H2/Ar 混合ガ

スを用いて比較的低温（200℃～）のガラス基板に μc-Si
膜を成膜する方法である。 
本研究では、ラマン散乱分光によって試験サンプルの

結晶性（微結晶化）を評価した。 
 

・利用した主な装置 
２．実験（Experimental） 

顕微レーザーラマン分光装置、分析用 PC 
 
・実験方法 
別途作製したサンプル（BK-7 上に RF マグネトロンスパ

ッタリングで約 40 nm程度のSiを成膜したのも）について、

ラマン散乱分光を測定し、測定したスペクトルのピーク解

析を行い、c-Siに由来するピークの有無よりサンプル薄膜

の結晶性を評価した。 
測定条件は、以下の通り。 
・光源：半導体レーザー（532 nm） 
・レーザー出力：10 mW 
・使用グレーティング刻線数：1800 本／mm 
・露光回数：12 回 
・スリット幅：25 μm 

 

測定した c-Si のラマン散乱分光スペクトルを

Figure 1 に示す。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 

Figure 1 Raman spectra of c-Si. 
次に、測定したサンプルの内、明確な微結晶化のシグナ

ルが見られた μc-Si のラマンスペクトルを Figure 2 に示

す。 

 
Figure 2 Raman spectrum of μc-Si. 

Figure 2のように、519 cm-1のピークが見られたサンプ

ルを微結晶化が起こったサンプルとして評価した。 
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